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Тема дисертації:
1. Вплив термодинамічних умов відпалу кристалів Cd0.9Zn0.1Te на трансформації в системах точкових та
об'ємних дефектів

2. The influence of Cd0.9Zn0.1Te crystal annealing thermodynamic conditions on the point and bulk defect system
transformations. - manuscript.

Реферат:
1. Дисертація присвячена вивченню точкових та мікроструктурних дефектів в кристалах Cd0.9Zn0.1Te.
Користуючись методами вимірювання високо- та низькотемпературного ефекту Холла та
електропровідності, вимірювання вольт-амперних характеристик, було проведено дослідження електричних
властивостей Cd1-xZnxTe в широкому інтервалі температур (290-1170 К). Виявлено новий фізичний ефект
різкого стрибкоподібного зростання електропровідності в кристалах Cd0.9Zn0.1Te, який спостерігається під
час термообробки зразка за температури 770 К. Ефект пояснюється дифузією домішок з включень на основі
телуру. Розглянуто поведінку точкових дефектів в кристалах Cd0.9Zn0.1Te, виявлено домінуючі точкові
дефекти, проведено моделювання температурної та тискової залежностей концентрації точкових дефектів.
Запропоновано удосконалення методик післяростової термообробки кристалів Cd0.9Zn0.1Te з метою



усунення вкраплень другої фази та збереження високого вихідного питомого опору зразків. Зокрема,
пропонується проведення короткотривалих відпалів за температури 1070 К, а, також, двоступеневі відпали.

2. Point and microstructural defects in Cd0.9Zn0.1Te crystals are investigated. New effect of sharp electrical
conductivity increasing was observed. It happens during the thermal annealing of the sample at 770 K. It is
explained by the diffusion of impurities from the Tellurium-based inclusions The behavior of point defects in
Cd0.9Zn0.1Te crystals is discussed. Dominating point defects are found. Modelling of temperature and pressure
dependences of the point defect concentrations was done. Results were compared to the point defect structure of
undoped CdTe. Methods of the post-grown annealing of the Cd0.9Zn0.1Te crystals, aiming removal of the second-
phase inclusions and remaining of the high initial resistivity were improved. Short-time (0.5-1 hrs) annealing are
proposed to remove inclusions. Two-step annealing is proposed to obtain the high resistivity of the samples. The
influence of annealing atmosphere is discussed. Migration of inclusions in the Cd0.9Zn0.1Te under the
temperature gradient is studied.
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